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Przyrząd do porównywania charakterystyk diod i tranzystorów

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do porów¬
nywania charakterystyk diod i tranzystorów o do¬
wolnej mocy, współpracujący z oscyloskopem ka¬
todowym, zawierający dzielnik prądu bazy, gene¬
rator przesuwu charakterystyk oraz generator na¬
pięcia analizującego, przeznaczony do stosowania
w zakładach produkujących lub naprawiających
aparaturę elektroniczną, a zwłaszcza w przemyśle
elektronicznym.

Znany jest z polskiego opisu patentowego
fit 104 950 przyrząd do badania charakterystyk ele¬
mentów półprzewodnikowych i lamp elektrono¬
wych, którego istota polega na tym, że ma gene*
rator osi współrzędnych x, y z Wyjściami połączo¬
nymi poprzez przełącznik skalowania oraz poprzez
odrębne dla każdego z wyjść regulacyjne rezysto¬
ry* z Wyjściowymi zaciskami przyrządu, przezna¬
czonymi do połączenia z odpowiadającymi im za¬
ciskami x, y katodowego oscyloskopu, natomiast
do obu Wyjść tego przełącznika, a przez regula¬
cyjne rezystory połączone są poprzez pomiarowy
przełącznik, dwa Wyjścia odchylania generatora
hapięcia analizującego, przy czym przełączniki te
są Wzajemnie współzależne.

Znany jest również z karty katalogowej firmy
Philips przyrząd do pomiaru charakterystyk wej¬
ściowych i wyjściowych elementów półprzewodni¬
kowych z wbudowaną lampą oscyloskopową, wy¬
posażony w generator naipięcia schodkowego i ge¬
nerator napięcia sinusoidealnego wyprostowanego,
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którego wyjście jest połączone popmzez układ
sprzężenia zwrotnego z wejściem synchronizacji
generatora napięcia schodkowego. Impulsy w ukła¬
dzie tym są generowane w ten sposób, że podczas
podawania jednej połówki sinusoidy generowany
jest jeden poziom napięcia przez generator schod¬
kowy, a podczas następnej połówki — następny
wyższy poziom. Dane liczbowe parametrów mierzo¬
nych elementów półprzewodnikowych uzyskuje się
z przeliczeń odczytów położeń pokręteł czułości od¬
chylenia poziomego i pionowego.

Znany jest z polskiego opisu patentowego
nr 53 047 sposób dobierania par tranzystorów
W całym . zakresie częstotliwości akustycznych
W układzie ' najbardziej zbliżonym dó ' Układu,
W którym dobrana para tranzystorów będzie pra¬
cować* Tranzystory sterowane są przebiegami zgod¬
nymi w fazie o równych amplitudach i częstotli¬
wości* Jako kryterium praktycznej identyczności -
przyjmuje się zanik napięcia na wspólnym obcią¬
żeniu.

Znany jest z polskiego opisu patentowego
nr 58 416 sposób dobierania par tranzystorów do
wzmacniaczy różnicowych prądu stałego polegają¬
cy na tym, że jeden tranzystor spośród mierzonych
przyjmuje się za tranzystor odniesienia i umieszcza
się w jednej gałęzi wzmacniacza różnicowego, przy
czym suma prądów emiterów tranzystorów umiesz¬
czonych w obydwu gałęziach wzmacniacza jest nie¬
zależna od parameti-ów tych tranzystorów. Następ-
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nie do wejścia wzmacniacza doprowadza się różni¬
cowy sygnał stałoprądowy i równocześnie mierzy
się różnicowy sygnał na wyjściu wzmacniacza.
Jako kryterium doboru pary tranzystorów przyj¬
muje się występowanie jednakowych wyjściowych
sygnałów różnicowych w granicach założonych to¬
lerancji dla różnicowych sygnałów wejściowych.

Bnane jest ż polskiego opisu patentowego
nr 64 309 Urządzenie do dobierania par tranzysto¬
rów małej mocy wyposażone w niedoskonały prze¬
łącznik eletromechaniczny zbudowany z przekaź¬
ników kontraktromowych. Przełącznik elektrome¬
chaniczny j^st. kłopotliwy do synchronizacji samego
momentu przełączenia badanych tranzystorów, wy¬
stępowania odbić styków. Wady te powodują znie¬
kształcenia charakterystyk oraz obserwację na os¬
cyloskopie.

Znane jest z polskiego opisu patentowego
nr 84 196 sposób dobierania par tranzystorów pra¬
cujących w szerokim zakresie temperatur lub
w wybranym zakresie temperatur. Dobierane tran¬
zystory poddaje się zadanym zmianom temperatury
w komorze klimatycznej wyposażonej w zespoły
zacisków dla mierzonych elementów.

Znany jest z polskiego opisu patentowego
nr 87 049 układ do pomiaru parametrów pary tran¬
zystorów pracujących w układzie wzmacniacza róż¬
nicowego prądu stałego. Pomiar polega na porów¬
naniu odpowiednich parametrów w określonym
punkcie pracy. Układ pomiarowy wymaga utrzy¬
mywania z bardzo dużą dokładnością wielkości
określających punkt pracy. \

Celem wynalazku jest zaprojektowanie takiego
przyrządu, który umożliwi dokonywanie jednocześ¬
nie pomiaru i porównywania charakterystyk dwóch
badanych tranzystorów i diod tego samego rodza¬
ju, których charakterystyki ze względu na pracę
powinny być jednakowe.

Istota wynalazku polega na tym, że zespół diod
połączony jest poprzez przełącznik zmiany biegu¬
nowości napięcia analizującego z gniazdem pomia¬
ru porównywanych tranzystorów oraz z zespołem
bramek diodowych, które poprzez przełącznik po¬
łączone są z potencjometrem dla kanału x oscylo¬
skopu, zaś środek uzwojenia wtórnego generatora
napięcia analizującego połączony jest z zespołem
rezystorów obciążenia i potencjometrem dla kana¬
łu y oscyloskopu, przy czym obwody baz porów¬
nywanych tranzystorów zasilane są z generatora
przesuwu charakterystyk poprzez rezystorowy
dzielnik pr$dU.

Przyrząd Według Wynalazku umożliwia uzyski¬
wanie całej rodziny charakterystyk Wyjściowych
ófiź porównywanie charakterystyk Wyjściowych
tranzystorów i diod W Wymaganych bardzo śzeró^
kich zakresach prądoWo-napięeioWych.

Rozwiązanie Według Wynalazku jest uWidocznio*
fie W przykładzie Wykonania na rysunku, na któ¬
rym fig. 1 przedstawia blokowy schemat przyrzą¬
du, a fig. 2 schemat ideowy połączeń przyrządu.

Przyir&ąd według wynalazku składa się z genera¬
tora 1 napięcia analizującego połączonego szerego¬
wo z zespołem 2 prostowników, gniazdem 3 po¬
miaru tranzystorów, dzielnikiem 4 rezysto'rowym
i generatorem 5 przesuwu charakterystyk, zaś rów¬
nolegle połączonego z zespołem 6 rezystorów ob¬
ciążenia i dzielnikiem 7 napięcia kanału y oraz
z zespołem 8 bramek diodowych i dzielnikiem 9
napięcia kanału x. Generator 1 zasila zespół 2
czterech układów prostowników. Oznaczenia Dl —
Rl — D3 — R3 dotyczą prostowników w układzie
jednopołówkowym napięcia impulsowego o jedna¬
kowych amplitudach przesuniętego względem sie¬
bie o 180 stopni o znaku dodatnim i oznaczenia
I>2 — Rl — D4 — R2 o znaku ujemnym. Zespół
2 prostowników połączony jest z przełącznikami
PI i P2 zmiany znaku napięcia, które zasilają ko¬
lektory badanych tranzystorów Tl i T2 w gniaz¬
dach 3 pomiarowych. Bazy badanych tranzystorów
Tl i T2 połączone są z rezystorowym dzielnikiem
4 prądu, złożonym z dwóch gałęzi rezystorów R7
i R8, który współpracuje z generatorem 5 przesu¬
wu charakterystyk o zmieniającym się w sposób
liniowy napięciu od wartości zero do maksymal¬
nej w ciągu kilkunastu sekund. Prądy kolektorów
badanej pary tranzystorów są wyznaczane jako
spadek napięcia na rezystorze R3 lub R4 ze9połu
6. Przełącznikiem P5 włącza się odpowiednią rezy¬
stancję obciążenia w obwód kolektorów badanych
tranzystorów.

Napięcie kolektor-emiiter dla każdego z pary
tranzystorów jest wyznaczone na rezystorze R6
dzielnika 9 napięcia kanału x, poprzez bramki dio¬
dowe D5, 06, D7, D8-zespołu 8. Przełącznik P3
i P4 sprzężony z przełącznikiem PI i P2 umożli¬
wia pomiar tranzystorów o przewodnictwie PNP
i NPN, zaś potencjometrami dzielników 7 i 9 do¬
biera się odpowiednią wielkość sygnałów dla ka¬
nałów x i y oscyloskopu. Kolektory są analizowa¬
ne napięciem przesuniętym w fazie o 180 stopni,
a czas pomiaru każdego z tranzystorów wynosi
około 20 milisekund.

Zastrzeżenie patentowe

Przyrząd do porównywania charakterystyk diod
i tranzystorów o dowolnej mocy, współpracujący
z oscyloskopem katodowym o Wejściach x i y, ża*
opatrzony w dzielnik prądu bazy oraz gen&raió?
napięcia analizującego, znamienny tym* że* źeŚpol
(2) diod połączony jest poprzez przełącznik źniłś*
ny biegunowości napięcia analizującego i gniśiżd§n^
(3) pomiaru porównywanych tranzystorów 6M£
ż zespołem (8) bramek diodowych* które* poprz©*
przełącznik połączone są ż potencjometrem" (9) dla
kanału x oscyloskopu* zaś środek Uzwojenia Wtór¬
nego gener&tora (1) napięcia analizującego połączo¬
ny jest z zespołem (6) rezystorów obciążenia i pó^
tencjometrerń (7) dla kanału y oscyloskopu* przy
czym obwody b£ż porównywanych tranzystorów
zasilane są z generatora (5) przesuwu charaktery¬
styk poprzez oporowy dzielnik (4) prądu.
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